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１．概要（Summary） 

半導体・MEMS プロセスにおいて薄膜内の残留応力

はデバイスの性能や信頼性に大きく影響する。一方でそ

の測定は後加工や大きなサンプルサイズを要求するなど

簡便とはいいがたく、特に面内の応力分布を測定すること

は困難となっている。本研究では顕微鏡から得られる光

学画像と膜厚の情報のみで応力を推定できる MEMS 応

力センサを用いて、原子層堆積法により製膜されたアルミ

ナ薄膜の面内応力分布の測定を試みた。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
レーザー直接描画装置 (DWL66+)、 
高速シリコン深掘りエッチング装置 (MUC21-ASE 

Pegasus)、汎用 ICP エッチング装置(CE-300i)、 
ステルスダイサー、 
気相フッ酸エッチング装置 

【実験方法】 
レーザー直接描画装置を用いて SOI の 2cm 角チップ

にフォトリソグラフィを行い、DRIE でデバイス層にパター

ンを形成した。その後洗浄の後 Vapor HF プロセスで応

力を推定する回転部のリリースを行った。この作製した応

力センサデバイス上へ、弊機構所有の原子層堆積法装

置を用いてアルミナを製膜した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
応力センサそのものの作製には Fig. １のように成功し、

その後これをFig. 2のように4inch Siウエハー上に並べ

アルミナの製膜を行った。結果として、各センサの変位量

はウェハー上の位置によって異なり、特にウェハー中心と

外側とでは大きな違いが見られた。現在応力の真値の推

定値等より詳しい解析を進めている 
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Fig. 1: Fabricated stress sensing 
device 

 
Fig. 2: Stress sensors set up on the wafer to 
measure the stress distribution 


